TEST DE AUTOEVALUACION

El descubrimiento del transistor -un dispositivo semiconductor
capaz de amplificar sefiales eléctricas- supuso un gran paso en el
camino hacia la miniaturizaciéon de los equipos electrénicos,
ademas de mejorar notablemente las caracteristicas que tenian las
valvulas, al no necesitar filamento, ocupar menos espacio y disipar
mucho menos calor.

En este tema se plantean cuestiones sobre el transistor bipolar o
BJT. Se abordan los aspectos tedrico-practicos del componente, es
decir, sus parametros eléctricos, familias de caracteristicas,
montajes basicos de conexidn, estructura, comprobacion de su
estado, encapsulados, etc.
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1. Los transistores BJT o bipolares reciben este nombre porque...

Oa) Basan su funcionamiento en dos tipos de portadores de carga: electrones y huecos.
db) Tienen tres uniones PN.

QOc¢)  Pueden trabajar de dos modos diferentes: como conmutador y como amplificador.
O d) Necesitan dos fuentes de alimentacion para ser polarizados.

iZ. El simbolo representado corresponde a un transistor... |

Qa) NPN.
Qb) PNP.
Qc) PPN -

Qd) NPP. =

|3. El transistor bipolar fue inventado en el afio 1948 por... I

Oa) John Bardeen.

Ob) Walter H. Brattain.
Uc) Willian B. Shockley.
d) Los tres anteriores.

4. Un transistor bipolar tiene...

Qa) Dos zonas de dopado.

Qb) Dos zonas de deplexion.

Oc)  Tres tipos de portadores de carga.
Qd) Dos terminales.

5. Un transistor sin polarizar es similar a...

&a) Dos diodos contrapuestos.

U b)  Una resistencia variable. o— P |N P —o
Uc)  Uninterruptor cerrado.

d) UnaredRC. l

En un transistor NPN los portadores mayoritarios en la base son...

Ua) Los huecos.

Qb) Los electrones libres.
Qc) Los iones positivos.
Od) Losiones negativos.

] 7 La zona mds fuertemente dopada de un transistor es... |

Oa) Elemisor.

Ub) Labase.

Uc)  Elcolector.

U d) Las tres por igual.

8. La mayor parte de los electrones que llegan a la base de un transistor NPN no se recom-
binan porque...

Oa)  Abandonan el dispositivo por el terminal de base.

Ob) Tienen un tiempo de vida muy corto en la base.

Oc) Labase estd muy dopada.

dd) Tienen que recorrer un camino muy corto hacia
el colector ya que la base es muy estrecha.




Tema 8. Transistores BJT

9. Los transistores no son...

Qa)  Elementos pasivos.
Ub)  Elementos activos.
Qo) Elementos discretos.
Qd)  Semiconductores.

10. La zona mds estrecha de un transistor es...

Oa) El emisor. 1
Ob) Labase. g 8
Uc)  Elcolector.

U d) Todas son iguales.

N

11. La estructura de bloques de la figura...

N
W a) Corresponde a un transistor BJT tipo PNP.
Ub) Tiene dos uniones y tres terminales. Eo— P [N P ——0C
W) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
0 d) Ninguna respuesta es cierta. l
B

12. En un transistor NPN correctamente polarizado, la corriente de electrones a través de la
base es con respecto a la de emisor...

B

Iﬁ:::“o (XX : o.\ g
Qa)  Aproximadamente del 96%. N l o:———. csesees
Ob) Ambas son iguales. e il S
Uc) Del orden del 4%. e o
Qd) Del doble de valor. /—qV\

i h* o
13. Cuando en la base de un transistor se produce la recombinacion de un electrén libre con un

hueco, el electron libre se convierte en un...

QO a) Electron de valencia.
db) Electron de conduccion.
Uc) Portador mayoritario.

0d) Hueco.
| 14. Segun el montaje de la figura... |
da) La bateria Vg deberia estar colocada al revés para B
polarizar adecuadamente la unidn de colector. El N e N c
] b) Se cumple que Iz = Iz + I¢
Qc) El colector es el electrodo que controla el paso de la Ie l
corriente. TI TI
U d) Habria que sustituir las baterias por sendos i ° i I|+
generadores de CA para lograr una correcta v I Iv
CB

. .z . BE
polarizacién del transistor.

15. Las corrientes de un transistor PNP son...

U a) Mucho mayores que las de un NPN.
Ub) Negativas. "
Qc) De signo contrario a las de un NPN.

Qd) Mucho menores que las de un NPN.
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16. Un transistor BJT comun se quemard si la temperatura de la union llega a valores
comprendidos entre...

Qa) 25+50°C.
Qb) 50+75°C.
Qc) 75+100°C.
Qd) 150 +200°C.

17 El circuito equivalente del transistor bipolar de la figura recibe el nombre de...

B a) Modelo de Ebers-Moll.

db) ModeloT.

WUe) Modelo .

Qd) Modelo para el flujo de electrones.

18. El pardmetro B de un transistor también se denomina...

O a) Ganancia de tension.
Qb)  hgg

Uc) Coeficiente de seguridad.
U d) Gradiente térmico.

19. La ganancia de corriente en continua de un transistor bipolar depende de...

Qa) Latolerancia de fabricacion.
U b) Lacorriente de colector.
Uc) Latemperatura en la unién.
U d) Cualquiera de las anteriores.

20. El transistor cuyo simbolo se presenta en la figura...

W a) Esuncomponente integrado.

WQb)  Esdiscreto, con el colector unido a la capsula.
Uc¢)  Lleva adosado un radiador cilindrico.

U d) Esun Darlington.

21. En las caracteristicas de salida de un transistor bipolar mostradas en la figura, la zona
rayada corresponde a...

Qa) Lazona de saturacion. e -

db)  Lazona de corte. 5
Qc)  Lazona activa. [l
Qd) Lazona prohibida. I
f Vee
22, Para que un transistor BJT esté polarizado en la zona activa debe tener...

Qa) Launion E-By la unién C-B directamente polarizadas.
Qdb) Launion E-B y la unién C-B inversamente polarizadas.
deo) La unién E-B directamente polarizada y la unién C-B inversamente polarizada.
d) Launion E-B inversamente polarizada y la unién C-B directamente polarizada.
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23. En un transistor NPN que trabaja en saturacion se verifica que...

Da) VCF:OV

Uub) Ic=0A.
D C) Vcr = VCC‘
Q d) I(‘ = IB-

Un transistor NPN con los valores indicados se encuentra...

Qa) Enlazonaactiva. PRy
Ub) Saturado. i 0,
Vge =0,7V
Uc) Encorte. s
Qd) Bloqueado.
25. Habiendo realizado a un transistor NPN con un éhmetro analdgico las medidas indicadas,

sabemos que...

B-E=100Q
Qa)  Esta estropeado. R Ik
Qdb)  Aparentemente se encuentra en buen estado. B-C = 100 Q@
Qc)  Puede funcionar solamente como conmutador. B0~ 180
d) Tiene fugas pero funciona bien. E-C = 150 KQ
C-E =150 KQ

26. El punto de trabajo de un transistor se conoce como...

Qa) Punto Q, que significa Quiescent point, es decir, punto quieto, inmévil o de reposo.!
Qb) Punto W, del inglés Working point, es decir, punto de trabaja. |

Qc¢) Punto C, del inglés Charge point, es decir, punto de maxima carga!

@d) Punto T, en castellano.

27. Si aumenta la fde un transistor BJT, el punto de trabajo Q se desplaza hacia la zona...

Oa) De corte.
Wb) De saturacion.
Uc) Deruptura.
dd) Nosemueve.

28. Sobre la familia de curvas caracteristicas del transistor en emisor comuin de la figura, el
punto de trabajo...

Qa) QI corresponde al funcionamiento como i, neds jhoama
amplificador en clase A.

Qb) Q2 indica que el transistor esta en corte. T

ot 5 . s Q1 ls

Uc) Q3 indica que el transistor estd en saturacion.

ad Q4 y Q5 producen la maxima potencia Q3
disipada en el BJT. N,

29. En el punto de saturacion de la recta de carga de un transistor en continua...

Qa) La tension colector-emisor es muy grande.
Ub) Lacorriente de colector es maxima.

Qdc¢) Lacorriente de base es minima.

U d) Latemperatura ambiente disminuye.
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30. El transistor multiemisor se emplea tipicamente en...

Wa)  Amplificadores BF de varias entradas. ol
db)  Osciladores multifrecuencia.

Qo) Reguladores de varias salidas.

Qd)  Etapas de entrada de puertas l6gicas TTL.

31 Un transistor bipolar trabajando en conmutacion...

Qa)  Disipa poca potencia en saturaciéon y mucha en corte.

Ub)  Tiene su punto de trabajo situado en el centro de la recta de carga.

Qc) Se comporta como un interruptor cerrado en el corte y abierto en saturacion.
Qd) Se comporta como un interruptor abierto en el corte y cerrado en saturacion.

32. En conmutacion, el tiempo que tarda la corriente de colector en evolucionar desde el 10%
hasta el 90% de su valor en saturacion se denomina...

Qa) Tiempo de retardo, ty.

WQb) Tiempo de subida, t,.

Qc¢) Tiempo de almacenamiento, t,.
Qd) Tiempo de caida, t.

33. Cuando un BJT trabaja en conmutacion, cuanto mds breves sean los pulsos el drea de
operacion segurd... 3

Ua)  Aumenta.
Qb) Disminuye.
Qc¢) Novaria.
Qd) Noexiste.

34. Cuando en un transistor aumenta la temperatura...

Qa) Tiende a aumentar la Ic.

Qb) Tiende a disminuir la I.

Qc) Tiende a disminuir la Ig.

Qd) No pasa nada, el funcionamiento del dispositivo es
independiente de cualquier cambio de temperatura.

35. En un transistor BJT la ganancia de potencia se mide en...

Qa) Voltios.

Qb) Voltiamperios.
Qc) Vatios.

U d) Esadimensional.

36. En un transistor BJT la ganancia de tension es la relacion entre...

U a) Latension de salida y la de entrada.
W b) Latensién de entrada y la de salida. ?
Oc¢) Latension Vgg y la tension V. Av=—
W d) Latension Vegy la tension Vg,

3%

En un transistor, si o= 0,98 entonces...

Qa) B=49.
Qb B=12.
Qc¢) B=100.
Qd) B=18.
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7 38. La I¢ de un transistor depende de...

W a) Lacorriente de fugas Icgo y la Vg,

WU b) Laganancia By la temperatura.

Qc)  Las dos respuestas anteriores son ciertas.
O d) Ninguna de las respuestas es cierta.

39. El circuito EC de la figura es el equivalente de un BJT conocido como...

Qa) Modelo hibrido. = e cpeaw
Ub)  Modelo de Ebers-Moll. N
Qc) Modeloen . - T ?" q}h ) I e

Ud)  Modelo para grandes sefiales en CC.

Emisor

40. La familia de curvas caracteristicas de la figura corresponden a...

le w |
me) !
Qa) Un transistor uniunion. Veg mcte) I,Z
db)  Un transistor en EC. g
Qc)  Un transistor PNP conectado en BC. s < Vee
Ud)  Un transistor NPN conectado en CC. Iz=cte
ey avo
VCE =cte.
Tee

41. En la figura anterior...

Qa)  Enel 1° cuadrante (IC) se dibujan las caracteristicas de salida.

Qb)  Enel 2° cuadrante (IIC) se dibujan las caracteristicas de entrada.

Uo) En el 3° cuadrante (I1IC) se dibujan las caracteristicas de transferencia de tension.
1dd)  Enel 4° cuadrante (IVC) se dibujan las caracteristicas de transferencia de corriente.

42. Segun el grifico de la figura, un transistor BJT en montaje de emisor comin debe trabajar
siempre en...

Qa) Laregién A.

Ub) LaregionB.

Uc)  Ambas regiones indistintamente.
Qd)  Ninguna de las dos regiones.

Veg max.
43. Las caracteristicas de la figura pertenecen a un transistor BJT en montaje...
0Oa)  Emisor comin. | Zi=alta.
Qb) Base comun. i?;bf“a'
dc)  Colector comin. Av = no amplifica.
Qd) Ninguno. Ap = alta :
44. En la familia de caracteristicas de la figura correspondientes a un transistor en EC, para

dos temperaturas T1y T2 se cumple que...

le T
e
Qa) TI<T2 =
Qb) TI1>T2 1
Qc) Ti=T2 ®

Ud)  Latemperatura no afecta a dichas caracteristicas.
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[45.

¢ Qué montaje bdsico del transistor tiene una ganancia de corriente préxima a la unidad?

Ua) Emisor comin.
O b) Base comun.
Qc)  Colector comun.
Qd) Ninguno.

46. El montaje en colector comun tiene...

Qa)  Altaimpedancia de entrada y baja de salida.
Ub) Alta impedancia de entrada y alta de salida.
Qc) Bajaimpedancia de entrada y alta de salida.
Qd) Bajaimpedancia de entrada y baja de salida.

47. En un transistor bipolar discreto conectado en emisor comun, el fenomeno de
"embalamiento térmico" ...

Qa)  Noexiste.

Qb)  Seproduce al someter al componente a temperaturas inferiores a las de trabajo recomendadas.

Ue) No puede evitarse aunque se coloquen dispositivos de estabilizacién térmica, pero su efecto es
despreciable.

Ud)  Es un proceso acumulativo provocado por una elevacion de temperatura, que a su vez aumenta la I¢ y
asi sucesivamente, hasta desttuir el transistor.

48. (Qué montaje bdsico del transistor produce un desfase de 180° entre las tensiones de
entrada y salida?

Qa)  Emisor comun.

- O— —-=0
Ub) Base comun. , i ? e
Uc)  Colector comun. o L. 945
Qd) Ninguno.

49. La familia de curvas caracteristicas de la figura pertenecen a un BJT en configuracion...

, , lej les
Qa) Emisor comun. |
Ub) Basecomun. |E3
Qc¢) Colector comun. B
Qdd) Ninguna. lE1
=\

50. El montaje del BJT conocido como seguidor de emisor se trata del...

da)  Emisor comun.
Ub) Base comun.
Qc)  Colector comun.
Qd) Emisor a masa.

51 En el montaje colector comiin el terminal de salida del transistor es...

Qa) Elemisor.
Wdb) Labase.
Qc¢) Elcolector.
Qd) Lacéapsula.
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52 Para calcular la potencia disipada por un transistor en EC efectuaremos el producto...

Qa) Ve-Ic

D b) VCE N IB

a C) VBE * IB

Qd) Ve lc

53. Cuando aumenta la temperatura de un transistor en montaje de EC, la ganancia de
corriente p...

Oa) Disminuye.
Ob) Aumenta.
Uc) Novaria.
Qd) Tiende a cero.

54. Si un transistor NPN en EC estd correctamente polarizado, se cumple que...
a a) lB < Il<
Ub) Ic>Ig
a C) | T Ic.

D d) IC = IE e} IB.

55. Dadas las curvas caracteristicas del BJT en EC de la figura, la impedancia de entrada
vale...
Ic(mA)
VCE=6V
Qa) Zi=1KQ.

10

Ob) Zi=2KQ.

Qo) Zi=1MQ. el A W o
Qd) Zi=2MQ. 0.4
VCE=6V
Vee(V)
56. En la familia de curvas caracteristicas de colector de la figura...
Ua) Secomprueba que en saturacion la Vg es méxima. c)
Qb) Hay un valor, BVcgo, que hay que alcanzar para lgs
saturar el transistor. Iaa
Uc) Se puede observar que la B de un transistor no es |
constante debido a que las curvas no son paralelas al IB
eje de las X. IBZ
Qd) Siaumenta la temperatura, el punto Q se desliza hacia = v
abajo sobre la recta de carga. BVoes: e

57. Segiin el grdfico de la figura, el transistor trabaja como amplificador...

Ic

st e
Ua) ClaseA. ><—-—
Qb) ClaseB. Tis
Uc) Clase AB.

Qd) ClaseC. <a

i Vee
Vo j
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58. Observando las curvas caracteristicas de salida de la figura, para que el transistor trabaje
en clase C el punto de reposo debe ser...

Qa) Ql.
Qb Q2.
Qc Q3.
gd Q4
{ — VcE
Q\‘-Q4
59. A medida que aumenta el valor de la resistencia de carga en un transistor en EC se obtiene

mayor amplificacion de...

Ua) Tension.
Qb) Corriente.
Qc¢) Impedancia.
Qd) Frecuencia.

60. Cuanto menor sea la pendiente de la curva caracteristica Ic = f(Vcg), la amplificacion del
transistor...

Oa) Esmayor.
db) Esmenor.
Uc) Novaria
Ud) Tiende a cero.

61. La Vyy de un transistor bipolar de silicio trabajando como amplificador vale...

Qa) O0OV.

db) 0,5+09V.

Oc) Lamitad de la tension de alimentacion.
U d) Eldoble de la tensién de alimentacion.

62. ¢ Oué montaje del transistor no amplifica tension?

Oa) Emisor comun.
Qb) Basecomun.
Qc) Colector comun.
Ud) Ninguno.

63. La resistencia de carga minima que se puede conectar a un transistor es aquélla que hace
que la recta de carga correspondiente sea...

Ua) Paralelaal eje de las X.

Ob) Tangente a la hipérbola de maxima disipacién de potencia.
Qc¢)  Secante a la curva de maxima potencia.

Ud) Paralelaalejedelasy.

64. Una forma de minimizar la distorsion de amplitud que se produce en una etapa
amplificadora en EC consiste en...

Uda) No introducir realimentacién negativa en el emisor.

Ob) Aumentar el valor pico a pico de la corriente alterna de emisor por encima del 10% de la intensidad
continua de emisor.

O c¢)  Reducir el valor de pico de la sefial aplicada en la base.

O d) Polarizar el transistor para que su punto Q de trabajo se encuentre en la zona de menor linealidad.

10
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65. La disipacién mdxima de potencia del transistor de la figura se produce a una temperatura
de la capsula de:

Py (W)
160
Tj max =200°C
U a) £25°. 9
Ob) 100°C. ol
Oc) 150°C. g
Qd) 200°C. ot
{ i ; Te(°C)
50 100 150 200
66. De la grdfica anterior se deduce que la Ry;. del transistor vale...
Qa) 1°C/W.

Qb)) 1,45°C/W.
Qc) 2,71°C/W.
Qd) 10°C/W.

67. El fenomeno de segunda ruptura del transistor BJT...

Oa) Aparece como consecuencia de una distribucién no \‘

uniforme de corriente en el dispositivo, produciéndose
puntos calientes que pueden provocar su destruccion.
Ob) Seconoce también con el nombre de avalancha primaria.
Uc)  Seproduce preferentemente en los tipos PNP.
U d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

68. ¢ Cudl de los circuitos de la figura no es adecuado para proteger al transistor de potencia
con carga inductiva?

+V +V +V
¢ L
a a) Circuito 1. cARéA CARGA CARGK
Ub) Circuito IL.
Qc¢) Circuito IIL &2 g al
Qd) Circuito IV.
. 1
~ (1) (II1) (xV)
69. La estructura interna de la figura pertenece a un BJT...
B E
Qa) NPN de baja potencia. ‘L—&j
Ob) NPN de media potencia. P
Qc¢) NPN de potencia. N
Qd) PNP. -
: Cc
70. En un transistor BJT con una ganancia de 100, si circulan 50 mA por el colector la

corriente de base valdrd:

a a) IB =0.

Ob) Iy=50mA.
Qc) Iy=50pA.

Qd) Iz=0,5mA.

71. Observando la siguiente familia de curvas de salida de un transistor, deducimos que la
ganancia de corriente vale...

Ic(mA),

Qa) Pee=10. ‘
Qb) Pee=50. 2
Qc) Pee=100. :
1

Qd) Pee=150.

Vee (V)

11
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72. Un transistor cuya Ppy.. = 1 W que tiene 10 V entre colector-emisor se quemard cuando la
corriente de colector sea... ’

Ua) Ic =1 mA. L2

Qb) I.=10mA.

a C) IC = 100 mA. * TVCE =10V
Qd) Ic=200mA. oW

73. Dada la curva caracteristica de entrada de un transistor mostrada en la figura, la curva
para Vegp = 20 V se produce debido al efecto...

QO a)  Transistor.
Ub) Early.

Uc) Zener.

dd) De avalancha.

74. Los distintos circuitos de polarizacion tienen como objetivo conseguir que el transistor
trabaje...

O a)  Solamente en la region de corte.

Qb) Unicamente en la region de saturacion.

Wc)  Preferentemente en la regién activa.

O d) Establemente en cualquier punto de la recta de carga.

75. En un circuito sin estabilizar, el efecto que tienen las variaciones de temperatura sobre la
corriente de fugas de un BJT...

O a) No modifica la posicion del punto Q de funcionamiento.

Ob) Lleva instantdneamente a trabajar al transistor a la zona de corte.

dc) Tiende a desplazar el punto de trabajo Q.

Qd) No tiene la mas minima importancia por lo que siempre se puede despreciar.

La polarizacion con realimentacion de colector y de emisor corresponde al...

+Vee +Vee +Vee +Vee

Qa) Circuito L.
Ub) Circuito IL
Oc¢)  Circuito ITI.
Ud) Circuito IV.

(1) (I1) (I11) (V)
77. El transistor no se puede saturar cuando trabaja con polarizacion...
Oa) Con realimentacion de colector.
db) Con realimentacién de emisor.
Qc¢)  Pordivisor de tension.
Qd) De base.
78. Cuando la cdpsula de un transistor tiene un saliente, muesca, punto o cualquier otra

marca, el terminal mds proximo a ella es...

Oa) Elemisor.

Ub) Labase.
Uc)  Elcolector.

dd) No se puede saber asi de antemano.

Vista inferior de un transistor

12
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79. ¢ Cudl de los siguientes encapsulados de transistores lleva disipador de calor incorporado?
Oa) Q1.
Qb Q2.
Qc) Q3.

Qd) Ninguno de los tres.
Q1 Q2 Q3

¢ Cudl de los siguientes encapsulados de transistores se conoce como tipo TO-3?

80.

Qa) Encapsulado 1.
Ub) Encapsulado 2.
Uc)  Encapsulado 3.
Ud) Encapsulado 4.

Oa) Elemento 1.
Ob) Elemento 2.
Uc) Elemento 3.
Od) Elemento 4. S

82. La capsula del transistor SMD de la figura se denomina...

Qa) SOT-23.
Qb) DPAK.

Qc)  TO-220.
Qd)  SOD-80.

83. Todos los transistores de la figura...

Qa) Son de potencia.

db)  Comparten la misma disposicion de terminales.
Wc)  Son del mismo tipo y fabricante.

Qd)  Tienen encapsulado TO-92.

BC237 BF368 25D667 BC224

84. ¢ Cudl de los transistores de la figura es de potencia?

Qa) BC547.

@b) BCI108.

Qc) SCi07. |
Qd) TIP31. be

BC547 BC108

85. El transistor 2N2222...

Qda)  Esde baja potencia.

Qb) Dispone de capsula metalica.

Qo) Estd marcado con el c6digo de designacién americano.
Ud)  Todas las respuestas anteriores son ciertas.

86. Cuando un transistor dispone tinicamente de dos terminales de conexion es porque...

Ua)  Eltercero estd conectado internamente a la capsula metalica.
Ub)  Hay transistores que no llevan colector.

Uo) Se va a montar en colector comun.

dd) Funciona perfectamente sin el otro.

13
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87. El transistor bipolar de potencia...

Qa) No puede funcionar a frecuencias mas elevadas que el SCR.
W b)  No suele trabajar en régimen de corte-saturacion.

Uc) Disipa mayor potencia en conmutacion que en régimen lineal.
0 d) Tiene como limitacion el fenémeno de avalancha secundaria.

88. La fcc de los transistores de potencia es...

Wa) Mayor que los de pequefia sefial.
U b) Menor que los de pequefia sefial.
Wc) Igual que los de pequefia sefial.
dd) 200=+500.

89. La ruptura secundaria de un BJT de potencia...

Qa) Puede presentarse en el turn-on y nunca en el turn-off. DA

Ob) Provoca la destruccion térmica del dispositivo cuando 4
la I y la Vg aumentan excesivamente.

Oc)  Esuna destruccion por avalancha.

WU d) No se produce durante la conmutacion.

90. Algunos transistores de potencia tienen el colector conectado directamente a la cdpsula
para...

Ua)  Ahorrarse un terminal.

Ub) Dejar que el calor escape al exterior tan ripidamente
como sea posible.

Oc)  Que en caso de destruccién sea mas ficil su sustitucion
por otro nuevo.

Qdd) Asegurar la conexion de dicho terminal con la masa del
chasis del montaje, lo que siempre es preceptivo.

91. Debido a la diferencia de portadores que atraviesan la unién base-colector de un BJT de
potencia, la relacion que existe entre los tres pardmetros que pueden provocar la primera
ruptura es:

Oa) BVsys <BVcgo <BVego.
Qb) BVsus = BV¢eo = BVcgo.
Oc) BVgys>BVego > BVipo.
Qd BVgys =2 BVego=BVcso.

92. Un transistor con una Ppu.. = 5 W a 25 °C y un factor de desvataje de 25 mW/°C, podrd
disipar a 50 °C una potencia de...

Qa) 1 W.

Qb) 233 W.

Qc) 437 W.

Qd) 5w

93. Un transistor de potencia con una curva de desvataje como la de la figura, que debe

Juncionar en un intervalo de temperatura de la cdpsula entre 40 y 80 °C, podrd disipar en
las peores condiciones como mdximo...

Fo (W) 160
Qa) 150 W. 1
Qb) 140 W. L
Qc) 130W. ¢ ~
Qd) 100 W. 2

40 80 120 160 200 Tc (°C)
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94. ¢ Cudl de los siguientes pardmetros no determina el drea de operacion segura, SOAR, de un
BJT de potencia?

Ic4
Ua) Intensidad maxima de colector.
Ub) Temperatura maxima de la unién.
Uc)  Ruptura secundaria.
L d) Ganancia de tensién Av. SOAR
VCE
95. Las principales razones por las que el transistor BJT de potencia presenta un retraso en la

conmutacion son...

Ua) Las capacidades paréasitas Cpr y Ccp y el tiempo
necesario para la difusion de los portadores en la base.

Ub) Lacapacidad Ccg y la tensién de saturacion.

Uc¢) La ganancia hgg. :

dd) La tensiéon de ruptura colector-emisor con la base
abierta y el condensador de emisor.

96. La conexion Darlington consiste en...

Qda) Dos transistores en péralclo.

db) Dos seguidores de emisor conectados en cascada.
W) Dos transistores en base comiin conectados en serie.
Qd) DosBIJT en emisor comin en antiserie.

97. Es falso que la configuracion Darlington de dos transistores...

Qa) Obtenga elevada ganancia de corriente.

db) Obligue a ambos a trabajar en conmutacion.

Oc)  Seade uso tan comun que se comercialicen juntos en un tnico encapsulado.

Qd) Se use en amplificadores de potencia, en reguladores de tension y en etapas de salida que ataquen a
relés, motores, etc.

98. En el montaje indicado se cumple que la ganancia de corriente total:

Qa) PB=Pl+p2. . & i
Qb) P=p1-B2.

Qc¢) P=p1"p2. 211

Qd B=p1/p2 .

99. Cuando se conectan transistores en paralelo se consigue...

Qa)  Aumentar la ganancia.
Qb)  Aumentar la potencia.
Uc)  Disthinuir la corriente de base.
Ud) Dicha conexion no es posible.

100.  El transistor de la figura es...

Ua)  NPN tunel o
Qb)  NPN de avalancha. J_K
Uc)  NPN Schottky.

WQdd)  Uniunién programable.
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